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Beschreibung
Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Vorrichtungen
zur Leistungsniveaumessung und spezifischer auf
Vorrichtungen fur Mikrowellenleistungsniveaumes-
sung an Signalen mit hohen Spitzen-Mittelwert-Ver-
haltnissen Uber einen weiten, dynamischen Bereich.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Mikrowellensignale mit vielen Arten von Mo-
dulationsformaten, wie unterschiedliche Formen von
CDMA-Signalen haben hohe, aber willkiirliche Schei-
tel- bzw. Spitzen-Mittelwert-Verhaltnisse Uber einen
sehr weiten, dynamischen Bereich. Diese Signale
stellen ernsthafte Herausforderungen fiir genaue und
schnelle Leistungsniveaumessungen Uber weite, dy-
namische Bereiche dar.

[0003] Einige Methoden wurden beschrieben, die
versuchen, den Leistungsabtastungspfad bzw. -weg
in der "Quadratgesetz"-Region zu placieren (siehe
US-Patent 4,943,764) oder anderweitig die Leis-
tungssensordurchfihrung zu verbessern (siehe
US-Patent 5,204,613). Die Genauigkeit, die eine
Messung von modulierten Signalen mit hohen Spit-
zen-Mittelwert-Verhaltnissen bietet, ist jedoch nicht
zufriedenstellend.

[0004] Eine weitere Technik, welche versucht, ge-
naue Mikrowellenleistungsmessungen Uber weite,
dynamische Bereiche flir Modulationen mit hohen
Spitzen-Mittelwert-Verhaltnissen genau durchzufih-
ren, ist beschrieben in, "Power Measurement Techni-
ques for Modulated Signals" von J. P. Cole und B.
Stribling in Microwave Engineering, Europa, Oktober
1995, beinhaltet charakteristischerweise einen Sen-
sor fur kontinuierliche bzw. ungedampfte Welle (CW)
fur eine vorgegebene Art der Modulation ber den
Leistungsbereich von Interesse, z. B. —70 dBm bis
+20 dBm. Diese Technik hat den Nachteil, nur in dem
Ausmald genau zu sein, in dem die gemessene Mo-
dulation annahernd ident mit der Modulationsform ist,
fur die der Sensor urspriinglich charakterisiert wurde.
Da kommerzielle Formate, wie CDMA, sehr schnell
wechseln, riskiert ein Sensor, der nur fir eine Form
einer Modulation charakterisiert ist, zu veralten.
[0005] Keine der derzeit bekannten Methoden ist
komplett zufriedenstellend vom Standpunkt der Ge-
nauigkeit oder Anwendung aus gesehen.

[0006] Was gebraucht wird, ist eine Leistungsmes-
sungsvorrichtung, die Messungen von Signalen uber
einen dynamischen Bereich von etwa 90 dB (unge-
fahr =70 dBm bis ungeféhr +20 dBm) mit erhdhter
Genauigkeit beim Messen von hohen Spitzen-Mittel-
wert-Leistungsverhaltnissen tUber —20 dB macht.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Die Erfindung, wie in Anspruch 1 definiert,

stellt eine Leistungsmessungseinrichtung zur Verfu-
gung, die Signale Uber einen weiten, dynamischen
Bereich mit verbesserter Genauigkeit beim Messen
von Signalen mit hohen Spitzen-Mittelwert-Leis-
tungsverhaltnissignalen mit hohem Scheitelwert Gber
—20 dBm mifdt.

[0008] Die Erfindung stellt einen Diodenstapel-Mi-
krowellenleistungssensor zur Verfigung, welcher ei-
nen RF-Signalempfanger beinhaltet, umfassend wei-
te, dynamische Leistungsbereiche; einen Sensorweg
niedriger Leistung, der zwischen Empfanger und
Erde fur ein Abtasten bzw. Erfassen von RF-Ein-
gangssignalen relativ niedriger Leistung angeschlos-
sen ist. Der Sensorweg niedriger Leistung beinhaltet
einen oder mehrere gestapelte RF-Dioden, in wel-
chen eine Anzahl von Diodenpaaren durch entspre-
chende Kondensatoren mit Erde verbunden bzw. ge-
koppelt sein kdnnen. Ein Impedanznetzwerk, bein-
haltend dampfende Widerstdande R1 und R2, ist in
Serie zwischen dem Empfanger und Erde ange-
schlossen. Ein Sensorweg hoher Leistung ist parallel
zwischen den dampfenden Widerstdnden R1 und R2
und Erde zum Abtasten bzw. Erfassen gedampfter
RF-Eingabesignale relativ hoher Leistung ange-
schlossen. Der hohe Sensorweg beinhaltet eine
zweite, gestapelte RF-Diode, in welcher eine zweite
Anzahl von gestagelten Diodenpaaren durch einen
entsprechenden Kondensator mit Erde verbunden
ist, und in welcher die Sensordiode im Quadratge-
setzbereich arbeitet und die Leistungsniveaus Uber
den weiten, dynamischen Bereich von den empfan-
genen RF-Signalen abtastet.

[0009] Die Erfindung bietet weiter ein Diodensta-
pel-Mikrowellenleistungssensornetzwerk. Das Netz-
werk beinhaltet RF-Signalempfanger, die weite, dy-
namische Leistungsbereiche aufweisen; einen Sen-
sorweg niedriger Leistung fir eine Abtastung von
RF-Eingabesignalen relativ niedriger Leistung, wobei
der Sensorweg niedriger Leistung eine erste, gesta-
pelte RF-Diode beinhaltet, welche alleinstehend oder
gestapelt sein kann, welche eine erste Anzahl von Di-
odenpaaren aufweist, die durch entsprechende Kon-
densatoren mit Erde verbunden sind. Das Netzwerk
beinhaltet aulerdem ein Impedanznetzwerk mit einer
Anzahl von dampfenden Widerstanden R1, R2,...,
RN und Erde fir eine Abtastung bzw. Erfassung un-
terschiedlicher Niveaus von gedampften RF-Einga-
besignalen relativ hoher Leistung. Die Sensorwege
héherer Leistung beinhalten jeweils eine zweite, ge-
stapelte RF-Diode, welche eine willklrliche Anzahl
von Diodenpaaren aufweist, die durch einen entspre-
chende Kondensator mit Erde verbunden sind, und in
welchen die Sensordiode im Quadratgesetzbereich
operiert bzw. arbeitet, wobei die Leistungsniveaus
Uber die weiten, dynamischen Bereiche des empfan-
genen RF-Signals abgetastet werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0010] Die beigeschlossenen Zeichnungen, welche
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enthalten sind in und einen Teil dieser Beschreibung
bilden und in welchen Bezugszeichen gleiche Kom-
ponenten reprasentieren, veranschaulichen Anord-
nungen, die nicht Ausflihrungen der vorliegenden Er-
findung darstellen, zusammen mit Anordnungen, die
bevorzugte Ausflihrungsformen der Erfindung dar-
stellen, und dienen zusammen mit der Beschreibung
dazu, die Prinzipien der Erfindung zu erklaren:
[0011] Fig. 1 zeigt eine Implementierung bzw. Aus-
fihrung eines Sensors mit groRem Dynamikbereich
fur die wahre, mittlere Mikrowellenleistung unter Auf-
nahme einer Diodenstapel-Dampfungsgliedtechnolo-
gie.

[0012] Fig. 2 zeigt eine Ausfiihrung eines Mikrowel-
lenleistungssensors unter Aufnahme einer Dioden-
stapel-Dampfungsgliedtechnologie in Ubereinstim-
mung mit der bevorzugten Ausfiihrungsform.

[0013] Fig. 3 zeigt eine weitere Anordnung, welche
keine Ausfuhrungsform der Erfindung ist, welche
natzlich ist, um den flacheren Cal-Faktor gegenliber
der Frequenz zu erhalten.

[0014] Fig. 4 zeigt eine weitere stark verallgemei-
nerte Anordnung. Fig. 5 zeigt einen Graph von Er-
gebnissen, die der Erfindung zuzuschreiben sind.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfih-
rungsformen

[0015] Es wird nun im Detail auf die oben erwahnten
Anordnungen und bevorzugten Ausflihrungsformen
der Erfindung Bezug genommen, von welcher Bei-
spiele in den beigeschlossenen Zeichnungen darge-
stellt sind.

[0016] Die Erfindung stellt einen Leistungssensor
zur Verfugung, welcher eine Diodenstapel-Damp-
fungsdiodenstapel-Konfiguration enthalt, um das Sig-
nal fir die Sensorendioden im Dioden-"Quadratge-
setz"-Bereich zu halten.

[0017] Fig. 1 zeigt einen Diodenstapel-Mikrowellen-
leistungssensor 10, welcher Eingabemittel 12 fiir ein
Empfangen von RF-Eingabesignalen beinhaltet, wel-
che weite, dynamische Leistungsbereiche aufwei-
sen;

einen Sensorweg niedriger Leistung 14, der zwi-
schen den Eingabemitteln 12 und Erde verbunden
ist, um RF-Eingabesignale relativ niedriger Leistung
abzutasten bzw. zu erfassen, wobei der Sensorweg
niedriger Leistung 14 erste, gestapelte RF-Dioden-
mittel 18 enthalt, die eine erste Anzahl von Dioden-
paaren aufweisen, die durch entsprechende Konden-
satoren mit Erde gekoppelt sind;

ein Impedanznetzwerk 20, das dampfende Wider-
stande R1 und R2 enthalt, die in Serienschaltung zwi-
schen den Eingabemitteln 12 und Erde verbunden
sind;

einen Sensorweg hoher Leistung 22, der parallel zwi-
schen den dampfenden Widerstdnden R1 und R2
und Erde fir ein Abtasten bzw. Erfassen von ge-
dampften RF-Eingabesignalen relativ hoher Leistung
angeschlossen ist, wobei der hohe Sensorweg 22

zweite, gestapelte RF-Diodenmittel 24 beinhaltet, die
eine zweite Anzahl von gestapelten Diodenpaaren
aufweisen, die durch einen entsprechenden Konden-
sator mit Erde verbunden bzw. gekoppelt sind;
wobei die Sensordiodenmittel im Quadratgesetzbe-
reich arbeiten und die Leistungsniveaus Uber die wei-
ten, dynamischen Bereiche der empfangenen RF-Si-
gnale erfassen.

[0018] Wie unter Bezugnahme auf Fig. 1 ersicht-
lich, beinhaltet die erfindungsgemafie Konfiguration
ein anti-paralleles Paar von gestapelten Sensordio-
den parallel zu der Serienanordnung bzw. -kombina-
tion der Widerstdnde R1 und R2. Da eine 50 Q Impe-
danz die am haufigsten vorkommende Ubertra-
glingsleitungsimpedanz bei Mikrowellenfrequenzen
ist, wird der Widerstand von R1 und R2 parallel zu
dem Bild- bzw. Videowiderstand des Diodenstapel-
wegs niedriger Leistung typischerweise auf 50 Q ge-
setzt, um einen Abschlul® geringer Reflexion fiir das
eingehende Signal zu erzeugen.

[0019] Allgemeiner kdnnte ein zusatzliches Impe-
danz anpassendes Element parallel mit dem Bild-
bzw. Videowiderstand der Dioden, genauso wie par-
allel zu der Summe von R1 und R2 verwendet wer-
den, so daR eine enge Ubereinstimmung bei dem
RF-Eingang auf 50 Q besteht. Die Anzahl von Dioden
in dem Diodenstapelweg niedriger Leistung kann von
eins (einer standardmaRigen anti-parallelen Paaran-
ordnung) bis N reichen, wobei ein héheres N geringe-
re Sensitivitat bzw. Empfindlichkeit bei Signalen nied-
rigen Niveaus, aber einen gréReren; dynamischen
Bereich des im "Quadratgesetz" arbeitenden Be-
reichs flr den Weg niedriger Leistung ergibt. Obwohl
nicht dargestellt, wird von einem Weg niedriger Leis-
tung mit einer einzigen Diode angenommen, dal} er
eine Konfiguration ist, die durch diese Erfindung ab-
gedeckt ist, wie sie hier gelehrt wird.

[0020] Der Sensorweg hoher Leistung erfal3t ein Si-
gnal, dessen RF-Spannung proportional ist zu
R2/(R1 + R2) mal der Spannung des urspriinglichen
RF-Signals Uber die Serienkombination von R1 und
R2. Weil die Spannung aus dem Diodenstapel in dem
Sensor hoher Leistung proportional zu dem Quadrat
der RF-Spannung (der RF-Leistung) Uber diesen ist,
wenn die Dioden in ihrem Quadratgesetzbereich
sind, wird der Gleichstrom-(DC)-Ausgang des Wegs
hoher Leistung proportional zu dem Quadrat von
R2/(R1 + R2) mal der RF-Leistung sein.

[0021] Beispielsweise stellt eine Verwendung eines
Werts von 2,5 Q fir R2 und 47,5 Q fir R1 eine
RF-Leistung tUber R2 zur Verfligung, die 0,0025 (26
dB unter) von der RF-Leistung Uber einer 50 Q Last
ist. Deshalb wird der Diodenstapel ein Signal des
0,0025-fachen desjenigen ausgeben, welches er flir
denselben Diodenstapel gegeben hatte, welcher die
RF-Leistung Uber die gesamte 50 Q Last Uberwacht
bzw. Uberpruft.

[0022] Der Diodenstapel kann N Dioden lang sein,
wobei N von 1 bis N reicht, wobei die h6heren Werte
von N den "Quadratgesetz"-Bereich der Arbeit des
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Wegs hoher Leistung erstrecken bzw. erweitern, aber
die Leistungssensitivitat vermindern bzw. beeintrach-
tigen. Indem ein Diodenstapel in dem Weg hoher
Leistung mit einem Wert von N groRer als 1 verwen-
det wird, werden zwei grol3e Vorteile gewonnen. Ein
Vorteil ist, dal der "Quadratgesetz"-Bereich des
Wegs hoher Leistung einen ausgeweiteten, dynami-
schen Bereich haben wird. Obwohl eine simple Ana-
lyse anzeigen bzw. andeuten wirde, dal ein Neh-
men des dynamischen "Quadratgesetz"-Bereichs ei-
nes Wegs eines anti-parallelen Diodenpaars niedri-
ger Leistung (ungefahr —70 dBm bis —20 dBm), dann
ein Hinzufligen bzw. Addieren von 40 dB Dampfung
bzw. Abschwachung vor einem anti-parallelen Paar,
um den Weg héherer Leistung mit einem "Quadratge-
setz"-Bereich 40 dB héher in der Leistung (=30 dBm
bis +20 dBm) auszubilden bzw. zu formen, einen
nltzlichen Sensor erzeugen wirde, der im "Quadrat-
gesetz"-Bereich fiir ganze 90 dB (-70 bis + 20 dBm)
bleibt. Ein Problem mit diesem Ansatz sind jedoch die
groRen Mengen von Storungen bzw. Rauschen auf
dem Anteil niedriger Leistung des Wegs hoher Leis-
tung, welche eine langsamere Messung und erhéhte
Mittelung in dem Bereich von —20 dBm bis —10 dBm
erfordert, wodurch die Mdglichkeit, Hochgeschwin-
digkeits-Datenerwerb zu handhaben, gefahrdet wird.
[0023] Ein zweiter Vorteil ist, dal der "Quadratge-
setz"-Bereich eines Betriebs des Wegs hdherer Leis-
tung in der Leistung nach oben bewegt wird, was we-
niger Dampfung fir das RF-Signal in dem
Ohm'schen Dividierer, der durch R1 und R2 geformt
bzw. gebildet wird, erfordert. Geringere Werte einer
Ohm'schen Dampfung sind vorteilhaft, weil es
schwer ist, hohe Werte einer Dampfung (30, 40 und
50 dB) in einem kleinen Gebiet zu bekommen, das
bei hohen Frequenzen Uber weite Bandbreiten kon-
stant bleibt. Spezielle Kompensationstechniken kon-
nen eingesetzt werden, um eine flache bzw. ebene
Sensorleistung gegentber der Frequenz sogar fir
Ohm'sche Abschwachungen bzw. Dampfungen ge-
ringer als 30 dB zu erhalten. Ein Beispiel der Erwei-
terung des im "Quadratgesetz" arbeitenden Bereichs
in dem Weg niedriger Leistung durch eine Verwen-
dung eines Diodenstapels ist in Fig. 5 dargestellt, in
welcher Linearitatsergebnisse fur ein anti-paralleles
Paar eines Zweidiodenstapels mit Ergebnissen fur
ein Standard-anti-paralleles Diodenpaar verglichen
werden.

[0024] Die Linearitatsergebnisse fur das anti-paral-
lele Paar eines Zweidiodenstapels sind viel besser
bei héheren Niveaus als fir das Standard-anti-paral-
lele Paar. Diodenstapel, die im Weg hoher Leistung
verwendet werden, erzeugen ahnliche bzw. idente
Ergebnisse.

[0025] Fig. 2 zeigt eine Aufihrungsform 30, in wel-
cher die erfinderische Konfiguration Schalter 15 ent-
halt, welche mit den Ausgangen eines Diodenwegs
niedriger Leistung verbunden sind, so daf’ Gleich-
strom-(DC)-Spannungen zu den Diodenausgangen
des geringen Wegs geschaltet werden kénnen, um

sie umgekehrt vorzuspannen bzw. zu beeinflussen,
wenn der Weg niedriger Leistung nicht verwendet
wird und der Weg hoher Leistung Messungen macht.
Durch die umgekehrte Beeinflussung bzw. Vorspan-
nung der Dioden des Wegs niedriger Leistung wird,
wenn sie nicht verwendet werden und wenn RF-Sig-
nale hoher Leistung gemessen werden, die Impe-
danz der Diode des Wegs niedriger Leistung hoch
und konstant bleiben, was die Leistungslimitierungs-
und Oberwellenerzeugungsprobleme eliminiert, die
diese Dioden sonst hervorrufen wiirden.

[0026] Fig. 3 zeigt eine Anordnung 40 anhand einer
lllustration des Erhalts eines flacheren Cal-Faktors
gegenuber der Frequenz im Sinne der Erfindung.
Weil eine endliche Induktanz L zwischen der Erde
und dem Widerstand R2 existiert, zeigt Fig. 3 diese
Anordnung. Das Impedanzverhaltnis von Z2/(Z1 +
Z2) wird das Verhaltnis des Spannungsdividierers
zwischen dem Weg hoher Leistung und dem Weg
niedriger Leistung einstellen bzw. festlegen, wobei
die Impedanz von Z1 R1 ist und die Impedanz von Z2
R2 + jwL ist. Diese endliche Induktanz L wird verur-
sachen, dafl der Ohm'sche Dampfer das RF-Signal
zwischen dem Weg niedriger Leistung und dem Weg
hoher Leistung weniger dampft, was zu einer stetig
steigenden Ausgangsspannung von den Dioden des
Wegs hoherer Leistung fiir dasselbe Niveau eines
RF-Eingabesignals fuhrt, wenn bzw. da die Frequenz
erhoht wird (steigender Cal-Faktor gegenlber der
Frequenz). Um diese Steigerung im Cal-Faktor ge-
genlber der Frequenz zu minimieren, kann ein Kom-
pensationsschema eingefiihrt werden, um die Span-
nung zu verringern, die Uber Widerstand R2 entwi-
ckelt wird. Der Kondensator C parallel zu dem Wider-
stand R2 ist eine Technik, um das Impedanzverhalt-
nis Z2/(Z1 + Z2) annahernd konstant zu halten, wah-
rend die Frequenz variiert wird. Wenn bzw. da sich
die Spannung uber der Induktions- bzw. Drosselspu-
le L erhéht, kann die Spannung veranlal3t werden,
um einen dhnlichen bzw. identen Wert Gber die Par-
allelkombination von R2 und C durch die richtige bzw.
geeignete Wahl des Werts von C abzusinken.

[0027] Eine weitere Anordnung 50 wird in Fig. 4 ge-
zeigt, welche ein generalisiertes Konzept des Dio-
denstapel-Dampfungsglieds darstellt, welches eine
beliebige Anzahl von Dioden in jedem Stapel (1 bis
N) wie auch beliebige Anzahlen von Diodenstapein
beinhaltet, die fur ein Durchfihren von Messungen
bei unterschiedlichen Leistungsniveaus optimiert
sind.

[0028] Ein Diodenstapel-Mikrowellenleistungssen-
sornetzwerk beinhaltet Eingabemittel 12 fur ein Emp-
fangen von RF-Signalen, umfassend weite, dynami-
sche Leistungsbereiche; einen Sensorweg niedriger
Leistung 14, verbunden mit den Eingabemitteln fur
ein Abtasten bzw. Erfassen von RF-Eingangs- bzw.
Eingabesignalen relativ niedriger Leistung, wobei der
Sensorweg niedriger Leistung erste, gestapelte
RF-Diodenmittel 18 beinhaltet, die eine erste Anzahl
von Diodenpaaren aufweisen, die durch entspre-
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chende Kondensatoren mit Erde verbunden bzw. ge-
koppelt sind;

ein Impedanznetzwerk 21, beinhaltend eine Anzahl
von dampfenden Widerstanden R1, R2,..., RN und
Erde, fur ein Abtasten bzw. Erfassen von unter-
schiedlichen Niveaus von gedampften RF-Eingabesi-
gnalen relativ hdherer Leistung, wobei die Sensorwe-
ge hoherer Leistung 22, 26, jeder zweite, gestapelte
RF-Diodenmittel beinhalten, welche eine beliebige
Anzahl von Diodenpaaren aufweisen, die durch ei-
nen entsprechenden Kondensator mit Erde verbun-
den sind; wobei die Sensordiode Mittel im Quadrat-
gesetzbereich betatigt und die Leistungsniveaus
Uber die weiten, dynamischen Bereiche der empfan-
genen RF-Signale abtastet bzw. erfalit.

[0029] Die Werte von N kénnen unterschiedlich zwi-
schen unterschiedlichen Diodenstapeln sein. Der Di-
odenweg hoher Leistung kénnte beispielsweise ein
Stapel mit 5 Dioden beinhalten, wahrend der Weg
niedriger Leistung nur einen Stapel mit 1 oder 2 Dio-
de(n) beinhalten kdnnte. Ein signifikanter Vorteil die-
ser Konfiguration ist, daR die Uberlappung bzw.
Schalthysterese der "Quadratgesetz"-Bereiche flr
die unterschiedlichen Bereiche grofer gemacht wer-
den kann, um eine gréRere MelRgenauigkeit fir Sig-
nale mit hohem Scheitelwert-Mittelwert-Verhaltnis zu
bieten, wahrend noch immer ein gutes Stdérungs-
bzw. Rauschverhalten in dem Teil niedriger Leistung
von jedem der Bereiche zu erhalten ist. Ein weiterer
Vorteil ist der Erhalt eines ahnlichen bzw. identen
Uberlappens des Quadratgesetzbereichs wie mit
dem Zweiwegsensor, und stellt zusatzlich eine signi-
fikant hohere Dampfung in dem vorderen Teil des
Wegs hoher Leistung zur Verfiigung, wodurch der ge-
samte dymamische "Quadratgesetz"-Bereich des
Sensors auf 90 dB oder mehr erweitert wird. Es sollte
angemerkt werden, daf3; obwohl die Darstellung Sto6-
rungsmerkmale bzw. -Charakteristika auslait, das
Diodenstapel-Dampfungsglied die Maoglichkeit zur
Verflgung stellt, eine kapazitive Kompensation Uber
den Widerstanden R1 bis RN, wenn so gewlinscht
bzw. verlangt, zu verwenden, um die Leistung des
Cal-Faktors gegentiber der Frequenz zu verbessern,
wie dies in Fig. 3 gezeigt wird.

[0030] Um die Darstellung fiir alle Ausflihrungen,
die hier gezeigt werden, zu vereinfachen, wurden der
Gleichstrom (DC) blockierende Kondensator (oft in
dem RF-Eingang von Leistungssensoren enthalten)
und das Ohm'sche Dampfungsglied, typischerweise
enthalten zwischen dem RF-Eingang und den Dio-
denabtastungselementen, um das Stehwellenver-
haltnis bzw. Anpassungsverhaltnis (SWR) zu verbes-
sern und eine Oberwellenerzeugung zu verringern,
nicht gezeigt. Es ist offensichtlich fir jene mit durch-
schnittlicher Begabung in dem Fachgebiet, dal} diese
Merkmale nitzlich bzw. verwendbar sind, und die Er-
findung, die hier gelehrt wird, beinhaltet Anordnun-
gen bzw. Ausfuhrungen mit diesen Elementen inner-
halb des Rahmens der Anspriiche, die hier angefiigt
sind.

Patentanspriiche

1. Mikrowellenleistungssensor (10; 30; 40; 50),
umfassend: Eingabemittel bzw. -einrichtungen (12)
zum Empfangen von RF-Signalen von einer Quelle,
die durch eine Ubertragungsleitungsimpedanz ge-
kennzeichnet ist;
einen Sensorweg (14) niedriger Leistung, der mit den
Eingabemitteln (12) verbunden ist, um RF-Eingabesi-
gnale relativ niedriger Leistung abzutasten bzw. zu
erfassen, wobei der Sensonnieg (12) niedriger Leis-
tung eine oder mehrere, in Serie verbundene bzw.
angeschlossene Diodenmittel (18; D,-D,) und diesel-
be Anzahl von in Serie verbundenen Diodenmitteln
(18; D,-Dy) umfalt, die in zwei antiparallelen Reihen
angeordnet sind, wobei jede Reihe mit der Erde
durch entsprechende Kondensatoren gekoppelt ist;
ein Impedanznetzwerk (20), umfassend eine Serien-
anordnung von ersten und zweiten dampfenden Wi-
derstéanden (R1, R2), die zwischen den Eingabemit-
teln (12) und Erde angeschlossen sind und einen
Pfad zur Erde zur Verfiigung stellen, der eine Impe-
danz im wesentlichen gleich der Ubertragungslei-
tungsimpedanz besitzt; einen Sensorweg (22; 26)
hoher Leistung, der mit der Verbindung der ersten
und zweiten dampfenden Widerstande (R1, R2) ver-
bunden ist, zum Abtasten bzw. Erfassen von RF-Ein-
gabesignalen relativ hoher Leistung, wobei der Sen-
sorweg (22; 26) hoher Leistung eine oder mehrere, in
Serie verbundene Diodenmittel (24, D,—Dy) und die-
selbe Anzahl von in Serien verbundenen Diodenmit-
teln (24; D,-D,) umfaldt, die in zwei antiparallelen
Reihen angeordnet sind, wobei jede Reihe mit der
Erde durch entsprechende Kondensatoren gekoppelt
ist;
wobei die Sensordiodenmittel (18, D,-D,, 24, D,-D,))
angeordnet sind, um in einem Quadratgesetzbereich
zu arbeiten und die Leistungsniveaus Uber die wei-
ten, dynamischen Bereiche der empfangenen RF-Si-
gnale abzutasten; und
Schaltungsmittel bzw. -einrichtungen (15), die mit ei-
nem Ausgang bzw. einer Ausgabe des Sensorwegs
niedriger Leistung (14) verbunden sind und angeord-
net sind, um eine Gleichspannung an den Sensonro-
egauslal niedriger Leistung anzulegen, um die Vor-
spannung der Dioden in den Sensorweg (14) niedri-
ger Leistung umzukehren, wenn der Sensorweg (14)
niedriger Leistung nicht verwendet ist und der Sen-
sorweg (22) hoher Leistung zur Messung verwendet
ist.

2. Leistungssensor nach Anspruch 1, worin der
Sensorweg (22; 26) hoher Leistung angeordnet ist,
um eine RF-Signalspannung proportional zu R2/(R1
+ R2) mal der eingegebenen RF-Signalspannung ab-
zutasten, worin R1 der Widerstand des ersten Wider-
stands (R1) ist und R2 der Widerstand des zweiten
Widerstands (R2) ist.

3. Leistungssensor nach einem der vorhergehen-
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den Anspriche, weiters umfassend Impedanzmittel
(C, L), die einen Kondensator bzw. eine Kapazitat (C)
umfassen, der (die) parallel mit dem zweiten Wider-
stand (R2) verbunden ist, und einen Induktor bzw.
Drosselwiderstand (L), der zwischen dem zweiten
Widerstand (R2) und Erde angeschlossen ist.

4. Leistungssensor nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, worin das Impedanznetzwerk (20)
wenigstens einen weiteren ddmpfenden Widerstand
(Ry) umfaldt, der in Serie zwischen dem zweiten
dampfenden Widerstand (R2) und Erde angeschlos-
sen ist, und worin der Sensor (50) einen zusatzlichen,
entsprechenden Sensorweg (22) hdherer Leistung
umfafdt, der mit dem stromaufwartigen Ende des oder
jedes weiteren dampfenden Widerstands (R,) ver-
bunden ist, wobei der oder jeder zusatzliche Sensor-
weg (22) hoherer Leistung angeordnet ist, um
RF-Eingabesignale hdherer Leistung abzutasten,
und eines oder mehrere in Serie verbundene Dioden-
mittel (D,—D,) und dieselbe Anzahl von in Serie ver-
bundenen Diodenmitteln (D,—D,) umfaft, die in zwei
antiparallelen Reihen angeordnet sind, wobei jede
Reihe mit der Erde durch entsprechende Kondensa-
toren verbunden ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

6/10



DE 600 03 745 T2 2004.04.22

Anhangende Zeichnungen
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